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本論文は GaAs と Bi 2 Te3 の陽極酸化膜に関する光学的手法による研究の成果をまとめたもので，本
文 7 章により構成されている。






第 3 章では，反射率膜厚変調法による GaAs陽極酸化過程の測定とその結果について述べ，反射率
膜厚変調法が皮膜成長過程を調べる上で有力な手段であることを指摘している。初期酸化過程の検討
を行ない，核の二次元成長による表面被膜の成長過程の様子を明らかにしている口また，溶解特性の


























それを GaAs ならびに Bi 2 Te3 の陽極酸化過程の研究に適用したものである。これらの成果は，化合物
半導体の陽極酸化膜を用いたデバイスの製作技術および特性の検討に指針を与え，半導体電子工学の
発展に寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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